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はじめに 赤外線検出器として水銀カドミウ

ムテルル(HgCdTe)が一般的に使われている。し

かし、水銀が使われており、作製コストが高い。

そのため代替として InAs/GaSb超格子(SL)が注

目されている。これは、検出器の波長を選ぶこ

とができ、オージェ再結合率を軽減することが

期待されている。本研究では、高真空を必要と

せず、制作コストが低い有機金属気相成長法

(MOCVD)で作製した。有機金属ガスを使用す

るので急峻な界面の作製は難しいとされてい

るので、その程度をラマン測定を用いて評価し

た。 

実験方法 MOCVD 法で作製した SL 試料は

InAsの厚さを 2.8nmに固定し、GaSbを異なる

厚さで 15 層または 30 層成長させた 4 つ試料

を用いた。偏光ラマン測定は励起光源として

He-Cdレーザー(波長 441.6 nm)を用い、Xeラン

プにより、誤差は±0.5 cm-1以内とした。(100)面

に対して、x(zy)x̅ 配位の偏光測定と無偏光測

定を行った。ここで方位は、x=[100]、y=[010]、

z=[001]とする。これは、TO モード(横型光学)

禁制で、LO モード(縦型光学)許容である。ま

た、ラマンピークはローレンツ関数を使いピー

ク分離し解析を行った。PL測定は 532nmのレ

ーザーを用いて 20Kで行った。 

結果考察 Fig.1 に一例として InAs/GaSb = 

2.8/13.4 SL の無偏光と偏光ラマンスペクトル

(RS)を示す。RS のピークを同定するために偏

光 RS との比較を行った。この例では、236cm-

1は GaSb-like LO ピーク、242cm-1は InAs-like 

LO ピーク(以下 InAsLO と略す)と同定した。同

様に他の試料も同定を行ったが、2.8/2.2 SLの

無偏光 RS は偏光 RS のピーク位置と一致しな

かった。この試料の PLピークも他のよりブロ

ードであった。 

同定された、GaSb LO はすべて GaSb結晶の

ものより低カイザー側へ InAs LO はすべて高

カイザー側にシフトしていた。これらの変化は、

それぞれ InAsへの Sbの混入、GaSb への Asの

混入と考えると説明ができた。GaAsSb混晶に

おけるGaAsLOは 250cm-1付近にピークが出現

する [1]。そこで、248cm-1 付近のピークは

GaAsLO と考えた。作製中の残留ガスにより、

GaAsSb混晶が生じたものと思われる。 

また、RS の半値幅は GaSb 層の厚さ依存性

より、GaSb 厚さが厚い程半値幅が小さくなる

傾向が見られた。これも成長中に膜厚が薄い程、

急峻な界面が形成されていないためと思われ

る。 

これらをまとめると GaSb 厚さが、約 3nm以

下の SLでは目標の組成と異なっていると考え

られる。 
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Fig. 1 Unpolarized and polarized Rama spectra in 

 InAs/GaSb : 2.8 / 13.4 Superlattice 
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